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１．概要（Summary ） 

III-V族窒化物半導体を加熱することで得られる表面清

浄化および酸化過程をその場観察し、表面酸化状態とシ

ョットキーや MOS 界面特性との相関を得ることを目的とし

た。 

III-V 族窒化物半導体は省エネルギー化を可能とす

る次世代パワーデバイスとして期待されている環境

対応材料の１つである。その実現のためには酸化物と

のヘテロ界面を形成しなければならないが、未だ起源

が不明な 1012-1013cm-2と高い界面欠陥準位が形成さ

れる問題がある。今回の研究課題ではその場観察によ

って酸化される様子を酸化方法や温度を変えながら

直接観察することで、III-V 族窒化物表面酸素吸着量

の面方位依存性を検討した。 

 
２．実験（目的,方法）（Experimental） 

申請者が成長した III-V 族窒化物半導体材料（GaN
から混晶系 InGaN 薄膜、Mg ドーピングした GaN）

や極性を変えた GaN バルク表面を用いて計測を行っ

た。表面敏感な光電子分光測定ができるだけでなく、

表面清浄化のため超高真空下 1000℃で加熱すること

ができ、かつ酸化ガス（＜10-3Pa）を導入することが

その場でできる BL23SU を利用した。試料の Initial
状態、清浄表面化を光電子分光で評価した後、酸化ガ

ス導入による酸化状態の時間依存性についてその場

観察を行った。試料表面に分子線酸素照射を行いなが

ら、O1s 内殻スペクトルを約 30 秒毎に検出した。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 XPS 装置に試料を導入後、表面を清浄化するために真

空中、900℃で 20 分アニール処理を行った。1100℃ま

で高温にすると XPS
で観察する限り表面

から O1s を検出する

ことはなかったが、表

面が白濁するなどの

ダメージを受けてい

たために 900℃の処

理とした。He で希釈

した酸素ビーム(エネ

ルギー: 2.26eV、フラ

ッ ク ス 量

2.8x1014 cm-2s-1) を

Ga および N 極性、m

面(101
＿

0)GaN バルク表面に照射した。図に O1s コアス

ペクトル面積の時間依存性を示す。N 極性面（青）が最

も酸素が吸着しにくく、Ga 極性面（赤）が吸着しやす

い。現在この吸着量の違いについて表面での計算から考

察を行っている。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
「なし。」 

 

 

 

 

 

 
 
図 O1s コアスペクトルから求めた Ga
極性、N 極性面、m 面表面の酸素吸着量

の時間依存性． 
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